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鉄系高温超伝導体 AEFe2As2 (AE: アルカリ土類金属, 122系)

は、電磁的異方性が小さく、臨界傾角が大きいため、多結晶材

料として強力磁石やデバイス等への応用が期待されている。中

でも(Ba,K)Fe2As2は臨界温度(Tc)が最も高く、有望な材料候補物

質であるが、エピタキシャル薄膜の作製が難しいことから、人

工単一粒界の作製が難しく、輸送特性などの基礎的な知見が不

足している。そのような中、我々は最近、フッ化物基板を用い

ることで(Ba,K)Fe2As2 エピタキシャル薄膜の作製に成功した

[1,2]。今回、様々なバッファ層を導入することで、酸化物基板上

に (Ba,K)Fe2As2 エピタキシャル薄膜の作製に成功したので報

告する。 

薄膜作製は分子線エピタキシー法を用いて行った。酸化物

基板上への直接成膜ではエピタキシャル薄膜の成膜は不可能

であった。酸化物基板としてMgO(001)と LSAT(001)を用い、そ

れぞれに 15 nmの BaFe2As2と 50 nmの CaF2をバッファ層とし

て蒸着した後、(Ba,K)Fe2As2を成膜した。成膜条件はフッ化物

基板上に蒸着する際と同条件で行った[1,2]。作製した試料の X

線回折像より、いずれの試料も鋭い c軸配向を示した(Fig. 1)。

特に BaFe2As2/MgO 上に成膜した試料では、(Ba,K)Fe2As2 と

BaFe2As2 のピークが見られることから、バッファ層への K の

拡散はないことが示唆された。また、鋭い面内四回対称が確認

されたことから、適切なバッファ層を導入することで酸化物基

板上にもエピタキシャル薄膜を作製できた。Fig. 2 に示す抵抗

率測定より、いずれの試料において 40 K近くの高い Tc
onsetが観

測された。特にバッファ層との格子整合性の良い

BaFe2As2/MgO上の試料では、結晶性の良い試料が得られ、Tc 

~ 1 Kの鋭い超伝導転移がみられた。 
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Fig. 2. −T curves of the (Ba,K)Fe2As2 films grown 

on BaFe2As2 buffered MgO (top) and CaF2 buffered 

LSAT substrates (bottom). 
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Fig. 1. Out-of-plane x-ray diffraction pattern of 

the (Ba,K)Fe2As2 films. 
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